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13. Charakterystyki i parametry dyskretnych potprzemidwych
Tematycwi-
czeh: ¥e przyradow optoelektronicznych
14. Charakterystyki i parametry transoptorow
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Tabela 1. Pomiar charakterystylagowo-napgciowych| g = f(Ug)
diod elektroluminescencyjnych.

e [mA]
D1 D..... D.....

Tabela 2. Pomiar charakterystylkagowo-nap¢ciowych fotorezystora
| = f(U) przy E = const

osmiotienia | Y1V
1=, | [mA]
E2= i, I [mA]
E3= .. I [mA]

Tabela 3. Pomiar charakterystykagowo-napgciowych fotodiody
Ir = f(Ur) przy E = const

ol\s’lv?/izt?enr:(iaa Ur [V]
E1= e, Ir[pA]
E2= i, Ir[nA]
E3= ., Ir[nA]




Tabela 4. Pomiar charakterystyk sterowania fotomgni
Ip = f(E) orazUp = f(E) przy R, = const

Rezystancja

obciazenia E [Ix]
R .=0Q Ip [nA]
RN = i, |p [nA]
RL = o UP [mV]

Tabela 5. Pomiar charakterystyk af#zeinia fotoogniwdp = f(R.) przy E = const

o’\élva\lltiqezt(laenr:iea R [€]
E1= e, Ip[nA]
Eo= e Ip[pA]
Ez= ... Ip[pA]

Tabela 6. Pomiar charakterystylagowo-nap¢ciowych fototranzystora
lc = f(Ucg) przyE =const, R = ......couvvnnnnns

ol\s’lv?/?ezt(laenr:?a Uce [V]
E1= ., lc[MA]
E2= i, lc[mA]
Es= o, lc[MA]




Tabela 7. Pomiar charakterystyk wapwych transoptorow,e = f(Uye)

Uwe [V]
TO1 TO2

[we [MA]

Tabela 8. Pomiar charakterystyk wgipwych transoptora O1:
lwy = f(Uwy) przylwe = const

pras ey, | U
lwel = cveeeeene lwy [nA]
lwe2 = wovenene lwy [MA]
lwez=......... lwy [nA]

Tabela 9. Pomiar charakterystyk wgipwych transoptora O2:
lwy = f(Uwy) przyle = const

Natezenie

pradu we;. Uuy [V]

lwy [MA]

lwy [MA]

Ly [MA]




Opracowanie wynikow.

1.

N o g M~ w

Wykresli¢ na wspoélnym wykresie charakterystylki = f(Ug) zbadanych diod elektrolumine-
scencyjnych. Wyjani¢ przyczyny przesuné charakterystyk dla poszczegoInyDEL .

Wykresli¢ rodzirg charakterystyR = f(U) fotorezystora. Na podstawie charakterystyk statycz-
nych obliczy rezystangj R fotorezystora, przy kolejnych wagmach natzenia dwietleniak.
Wykresli¢ rodzirg charakterystyk pdowo-naptciowychzbadanej fotodiody.

Wykresli¢ rodzirg charakterystyk sterowania= f(E) fotoogniwa.

Wykresli¢ rodzirg charakterystyk obatenial p = (R) fotoogniwa.

Wykresli ¢ rodzirg charakterystyk wyciowych zbadanego fototranzystora.

Wykresli¢ na wspolnym wykresie charakterystyki wa@pwe transoptorow lye= f(Uwe) przy
ustalonej wartéci Uyy.

Wykresli¢ rodziny charakterystyk wggiowych transoptorow Iy = f(Uwy) przy ustalonych
wartcsciach padul ye.

Na podstawie charakterystyk wgjowych okréli¢ jakie elementy optoelektroniczne znajduje
sie na wygciu badanych transoptorow.

Do sprawozdania natg dolaczy¢ sporadzone wykresy, przyktadowe obliczenia

oraz wnioskKi.



